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В экспериментах по росту кристаллов полупроводников на борту различных космических аппаратов получены многочисленные доказательства сильного влияния малых ускорений на состав растущего кристалла. Особенно сильное влияние наблюдалось при выращивании кристаллов твердых растворов. Следовательно, при наземной подготовке экспериментов по космическому материаловедению, желательно проводить численное моделирование предполагаемого процесса с использованием математических моделей, максимально учитывающих реальные условия полета.

Реальная динамическая обстановка на борту космического аппарата имеет сложный трехмерный характер. Результирующий вектор ускорения изменяется постоянно как по величине, так и по направлению. Поэтому для численного моделирования космических экспериментов должны применяться трехмерные модели. В презентации приводятся результаты расчетов, в трехмерной постановке, для динамических условий, измеренных на борту КА «Фотон», для двух типичных космических экспериментов по росту кристаллов полупроводников: рост легированного кристалла (Ge:Ga) и рост твердого раствора 
(ZnxCd1-xTe).

Показано изменение во времени картины течения в расплаве, в частности, вблизи фронта кристаллизации, и влияние этого течения на форму фронта кристаллизации. Как результат, приводится расчетное распределение состава кристалла, растущего в рассматриваемых условиях. Дается сравнительный анализ влияния малых ускорений на состав растущего кристалла для двух рассматриваемых случаев: рост легированного кристалла и рост твердого раствора. Влияние малых ускорений во втором случае значительно более сильное, так как при выращивании тройных соединений температура на фронте кристаллизации зависит от концентрации компонент в расплаве. Поскольку влияние слабых конвективных течений на поле концентраций в случае роста полупроводниковых кристаллов существенно более сильное, чем на поле температур, эти течения вызывают сильную деформацию растущей поверхности и, как следствие, неоднородность состава кристалла в поперечном сечении.

